
5-5 アバラン淮左入型Mosメモリ

東え御 ふ 夫′人内和211′ 機譲 軋 ■兵治梅,
キロ十人′人森幸人′山ヤ 実′武群 幸

ナ万景房為″fttTTillヾ fみ|夕島1:ガ rf:l11」嬌
'ガ

′trr,I↑ :爵準
キ々キル象 Lが

｀
2μ花2な ら.セ丸♭りすL丁 化女誠虚Ц斗甲亨61な犠こ(問M)が

｀
でネ

ることを乳ムtた?な碑浅ではその基本滉れ′動41み■,そ子の共倖,1特 lll′ す≧

ち王Fttfi「ン1翻属胤 凛綺ふじIおふ“出τttt府ROM(鵬MOS)1禿えtrど これは凛2"|
●ヾ
｀
、多織昴飯1碇ィ呵吹†ιL埋込んだ枇 でゲ

｀
一トセカl14た な、ヽ.

2 アバラン淮オ入とつk希ノン象のたィじ. αttrtにrは ,チャネルMθ STの ドレーソ
贅今卜島電ユを″力,ヒ アバランkLl発生てくると、ァバランシュ嗜及V3η ヾ`肱lk― o‖†
し上子ずることL報告し,そ の寿因l酸ィι晨中のエィオ/″動卜増Цrミが|)が での

P′
れチヤネルMθ STiミ つヽ て`の群■ヽ`珂見つつ、このwal々―o4tは アバランシェで発
生tr〔 /1Nッ トを電子 (工 ,し )が

｀
ドレーン上イタのゲ

1-卜
破ィ酬夫ΨIミ番び≧み,酸イリに

つ弩:菫′lミジtす るためであることが
・イJ鴫ヒたマNicOIliαにらのMOSキャパシアの集だ

)

|:4色み屋Lileyl〉キ、、・整先[冨1lTλ屯鷺iII:よ、、彙±11:ltT
たゲートttt,■ ,ゝりておくと、walk_o耐 |ヾ

｀
子くなろ.

夕:響蹴を出1%長結′
I漁
1_1為F:戦争

'千

緊l岸拝
walk― oLtで せ た縛柔 η` ら、 V「 =一牛3→ 弓 θソの 場 合 は 岬

二 lμ颯′LS´
'X lθ

ン猟 :′ →
―′θプ の

場合111‐ 卜fμ鶴′N55'卜 2x:"缶
3で
あろ。従ってし=2μ・ のFETでソース(9)′ ドレー

ン(')ル合のコオlミ アバランシェをた工下と、碁易に降二θでもS― フ問■導壺状

悠tミずることができる。これηヾ
｀
メモリの嗜二みとtて /1tたる。この半重がLの件着

がうdttキ7と /rる 。これらを調べるため、L多スタ～2μ憫′w多″～′″メ薇′メοX´ 17′θ～

3θωlの製′SiゲートPケャネル′ハえゲ_卜 ■ケkネ J1/FETlミ つヽ て`え駁Цた。

3 専込み.図 1は Pナ kネリンFETの初期特性である.ゲートを差及と同セイタにイホ
ちt,′ p ttn tミータ6プ (ιa6嘔 )のパルスL lθ k2オattLtttく ,繰Ltカロとて行さ.
2夕θ口印力劇喚の特ll■が国2で,嗜Fθ て

いg,フ 間ti導重状態ttなっている。この問
ttアバランソニセハ114aハ |｀らlaハ lミ滅ツtて いる。このデータ″`ゥth効孝Pニ
(霞 4ヒ晨tこオ申社でれたtrf壼 /ァバランンェモ九の教舜 )L求めると,X lθ

J′ て
｀

ある。次にゲートト
"71カ
ロえたこま、日林のパルス

'pヵ

口lィiぅ と、′クロで國3と

ロビ嬌性 tこ なり、P'夕 X lθ
デ°ぞ.劾孝が

｀
′θイウttなってヽ`ろ。つユリゲート1:電皮1

加えると注入がふ易|ミクリ_嗜駐 たの上尋、すL電このイム下がでぐろ.札チャネ
ノンFETて 1ヽ劾孝がずっとみある。ヾ

｀
すヽみはT%11あ る。



4:ィネrpキ rll′ ヵス。 Fナャネ′ソFE丁 1_L=魯のガ琺
でえ合にすらat、 申(略 θ́′ち=― 17ぜのィム導た)の
み浮友ざの場ィしを,lっ たe殊 ″ヾ

｀
口3である.ゲート11

i争がtて ん農比 tて るたゎらない。2oo°ι【の゙冽クロ
繰2%%ま で延長1る とlθθ午以上になろ。酢十鋼bエ
ネルギlま |ク θ、/2ιノぞある。F4卜lθ Sの場合わ的a/2
ιソて
゛
あるデこのことで`多Fハ Mθ βの場〈》んメt卸分のlL
チ11夕 |も昴Siぜほなく可ぃし1え字に神城1れ てヽ るヽもの
と考えら才しろ。
油去lt X株熙禁で可能ぞ、照易ltボ lθ鴇ds雅之で%
全ll)力去し、尋プロじよぅにすLぁろ.ゲ _卜 tこェ宅
ル Lη口とると、:だ晏ご、射iti過武t減ツ丁ることゃく`え炊
ん゙た.

意

=裁

号洪号昔揚組歳f省屁Lill、 高II写
|:竺
ζ筆

2X2マ トリックスの場合である。・
`F21l tた

のηヾ
｀

メモノーFE丁で、イとが機 に1ガ手なLと り銀のFE丁
である。す込リキ|ミにハ焔i ti島 、ヽヤルをノロぇてお|プば

・

メモリイ ETの Lが下がるのず、デコーダトランジ|ス
アの付及ぬですLめ る。希獣 .ltは″の線′者蓬旅に
113′ 8′の線1用いる。吉込み時1・にびの線と眈に着・

こ 響;♭ lttI斃量:竹
卜ば ソ~ス′

ι.繹考.メ上、血準のMθ,FET■ 甲いて
セ気的嗜EL■能なにθMη ヾ`史男Lて

い
きることを示、

tた。これは耐Mθ Sに にバて、すLモ渥Jヾ
｀

下tデられる′X餃群射ttよ う
"去

が¥、 :ヽァト
4tけの子

'零

ηヾ・■ヽ ′ゝ後+々 ネルカ可能tな
どのオ1、お、1ォキって、ヽる。酸ィヒ腋▼で乾チ・エ
矛しL.浦えてギセするトラッ70の本要,えれt
臓轟ほ興味ある閂選であろう.

丈献 ゆ存pF棒 :穴初碑厳尋痛●崎′ЮI摯ι―
=

″H、 tlAM4じ 工『4.、∫ハ
"|、

しメ.1(「 P7a)l′θ夕.
多り風口をだ移;修準諦(C)解 Ć(F7)173
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A perturbation approach ls taken to ealculate the scattering by the extra potenEial

due to surface roughness, and wave function. required in the computatlon is taken

frorn the work of Stern and Howard.2. Predicted properties due to the scattering by

surface irregularities are compared with experimental reeulcs at low temperatures.

A11 quaiitative features, such as peak structure, mobility drop, orientational

dependence, gate dependence, etc., are satisfactorily explained in terms of the

coinbiaed effect of scattering due to surface asperities and coulomb centers.

Contrary to some existing speeulations3 that noblllty should drop as V -2 and V -'5'gc
by some workersr our theory predicts that'the mobility variation is a strong

function of the applied voltage. An important consequence of this result on the

interpretation of the negative field effect nobilities will aLso be discussed.

At higher temPeratures, the contribution t,o scattering by Lat,tice vibration
is expected to be important. A calculation, wLthin the framework of the deformation

potential ls performed to estimate the contrlbutions from both surface and bulk

phonons. Different gate and temperature dependences are obtained for these two

tyPes of scatterers, and their reLative contributions will also be discussed. A

unified picture for mobility ls finaLly presented which takes Lnto account the

comblned effect due to couLomb scattering, phonon ecattering and scattering by

surface irregularLties. Comparisons with experimental resulte for both p and n

types with different orientations, show that all qualitative features of behaviour of

channel- mobility over a wide range of appJ.ied voltages and temperatures are

sat,isfactorlly expJ-ained by our theoretical model.

The lmplicati-on of our resuLts on improved procesa treatments for higher

urobility MOS transistors wiLL al-so be diecussed.
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